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باشد جریان می Vɣ = 0.6 vو  Rf = 15 Ωسیلیسیومی با  D2و دیود  Vɣ = 0.2 vو  Rf = 20 Ωژرمانیومی با  D1در مدار زیر دیود  -1
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 نقاط کار βبزرگ بودن مقدار  خیلی با فرض  -3

 را بیابید.روبرو مدارشکل  ترانزيستورهای سیلیسیومی 

 
  

 

 

  

   

 


